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GD 240, 2 GD 240

Germanium-pnp-Leistungstransistor der Bauform D nach TGL 11811 fir Verstdrker-End-
stufen und als Paare fiir Gegentaktstufen im Niederfrequenzgebiet sowie fiir Schalter-

anwendungen bis 25 V.
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Masse ca. 12 g 19 3
Wéarmewiderstand Rehic = 4grdW
Grenzwerte; giiltig fiir den Betriebstemperaturbereich
Kollektor-Basis-Spannung -Ucso = 30V
Kollektor-Emitter-Spannung -Ucer = 25V
Ree = 50 2
Kollektor-Emitter-Spannung -Uces = 30V
Gesamtverlustleistung Pv = 10 W
Kollektorstrom -le = 3,0A
Emitterstrom le = 3,6 A
Basisstrom -ls = 0,6 A
Sperrschichttemperatur b/ == }-85°C

Betriebstemperaturbereich

—25°C bis +65°C
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electronic
Statische Kennwerte Min, Typ
Kollektor-Basis-Reststrom ~lcso 35 uA
-Ucs =6V
Kollektor-Reststrom
bei gesperrter Emitterdiode -lcev 0,2 mA
-Uce = 30V
Use = 1V
Kollektor-Emitter-Reststrom -lces 0,5 mA
-Uce = 30V
Emitter-Basis-Reststrom -leso 50 uA
-Ues = 20V
Kollektor-Emitter-Sé&ttigungsspannung  -Ucesac 0,25 V
-Is = 0,5A
-le == 3 A
Basis-Emitter-Spannung -Use 0,35 V
-Uce = 6V
-le = 0,5A
Basis-Emitter-Spannung -Use 0,75 V
-Uce = 6V
-le = 2V
Kollektor-Basis-Stromverhdltnis hz24g 18
-Uce = 2V 28
-le = 2A 45
71

-Uce = 6V hase 40
-le = 0,5A
h21e-Verhdltnis hﬂf,(?',‘LA) 05

h21e 0,5 Ay
-Uce =2V
-le = 2A
-lec = 0,5A

Max.
100 wA

2 mA

2,5 mA
500 pA

0,6 V

07 V

35
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GD 240, 2 GD 240

elecrronic
Min. Typ Max.
Paarigkeitsbedingungen
Verhdltnis der Basisstrome ﬂ 0,833 1,2
le2
bei
-Uce = 6V
-lc = 0,5A
und
-Uce = 2V
-tc = 3 A
Verhdltnis der Basis-Emitter- Use4 0,833 1,2
spannungen Use2 a
bei £
-Uce =2V 5
= @
-le = 3A 5,
ER
Dynamischer Kennwert E2
Ubergangsfrequenz fr 250 kHz 300 kHz- A
-Uce =6V 250 kHz 450 kHz B
-lc = 0,1TA 300 kHz 500 kHz C
350 kHz 600 kHz D

Bestellbeispiel fiir einen Transistor
der Stromverstérkungsgruppe B

Bestellbeispiel fiir ein Transistorpaar
der Stromverstdrkungsgruppe B

Transistor GD 240 B

Transistorpaar 2 GD 240 B

6D 240...GD 244
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elecrronic electronic
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